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(57) Abstract: The invention relates to space-saving micro- and nano-components and to methods for producing same. The
components are characterized in that they do not comprise a rigid substrate having a considerable thickness. The mechanical stresses,
which result in deformations and/or warpage within a component, are compensated by means of a mechanically stress-compensated
design and/or by means of active mechanical stress compensation by depositing suitable stress compensation layers such that there is
no need for relatively thick substrates. Thus, the overall thickness of the components is decreased and the integration options thereof
in technical systems are improved. In addition, the field of application of such components is expanded.

(57) Zusammenfassung: Gemil der vorliegenden Erfindung werden platzsparende Mikro-und Nanobauteile und Verfahren zu
deren Herstellung vorgeschlagen. Die Bauteile zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein starres Substratmit einererheblichen Dicke
aufweisen. Hierbei werden die mechanischen Spannungen, die innerhalb eines Bauteils zur Verformungen und/oder Verwélbungen
filhren mittels eines mechanisch spannungskompensierten Autbaus und/oder mittels aktiver mechanischen Spannungskompensation
durch Abscheiden geeigneter Spannungskompensationsschichten kompensiert, sodass kein Bedarfnach verhéltnismaBig dicken
Substraten besteht. Somit wird die Gesamtdicke der Bauteile verkleinert und deren Integrationsmdéglichkeitin technische Systeme
verbessert. Zusédtzlich wird das Einsatzgebiet solcher Bauteile erweitert.
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